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ИССЛЕДОВАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ НАНОРАЗМЕРНЫХ  
ГЕТЕРОСТРУКТУР GaN и AlGaN, ПОЛУЧЕННЫХ  

МЕТОДОМ ПЛАЗМЕННО-АКТИВИРОВАННОЙ  
МОЛЕКУЛЯРНО-ПУЧКОВОЙ ЭПИТАКСИИ  

НА КРЕМНИЕВЫХ ПОДЛОЖКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

БУФЕРНОГО СЛОЯ ПОРИСТОГО КРЕМНИЯ 

В настоящее время большой интерес вызывают гетероструктуры 

на основе (Al,In,Ga)N системы материалов, которая используется как 

для изготовления радиационно-стойких, высокотемпературных тран-

зисторов с высокой подвижностью (HEMT), так и для оптоэлектрон-

ных приборов ультрафиолетового диапазона. Объединение AIIIN ма-

териалов с кремниевой схемой обработки сигнала открывает широкое 

поле для появления новых функциональных устройств, которые объ-

единили бы в себе высокие оптоэлектронные свойства AIIIN и разви-

тые, более экономичные технологии на основе подложек Si.  

Однако, формирование гетеростуктур III-N/Si все еще значи-

тельно затруднено в силу различий в свойствах материалов: разница в 

коэффициентах температурного расширения (КТР) и параметрах ре-

шетки приводит к генерации высокой плотности прорастающих дис-

локаций и прочих дефектов и ухудшает приборные характеристики 

конечных устройств. 
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Один из перспективных технологических приемов, дающих 

возможность получить у сформированных гибридных гетероструктур 

высокие функциональные свойства, может быть основан на использо-

вании податливой структурированной кремниевой подложки, состоя-

щей из пористого кремния и слоя карбида кремния. Поэтому темой 

нашей работы стало структурно-спектроскопическое исследование 

эпитаксиальных слоев III−N, выращенных на гибридной подложке, 

содержавшей слои карбида кремния и пористого кремния. Слои пори-

стого кремния (~100 нм) были получены электрохимическим травле-

нием пластин монокристаллического кремния КДБ и ориентацией 

(111) в растворе плавиковой кислоты, аналогично описанному в рабо-

тах [1,2]. Эпитаксиальные слои GaN и AlGaN на подложках двух ти-

пов выращивались в едином ростовом процессе методом молекуляр-

но-пучковой эпитаксии с плазменной активацией азота (ПА МПЭ) на 

установке Veeco Gen 200. Морфология поверхности изучалась с по-

мощью атомно-силовой (АСМ) и сканирующей электронной (СЭМ) 

микроскопии.  

Проведены структурно-спектроскопические исследования эпи-

таксиальных слоев AlGaN и GaN, выращенных методом молекулярно-

пучковой эпитаксии с плазменной активацией азота на гибридных 

подложках SiC/por-Si, содержавших слои карбида кремния и пористо-

го кремния. С использованием методов рентгеновской дифрактомет-

рии, рамановской и фотолюминесцентной спектроскопии показано, 

что сформированные на гибридной подложке тонкие пленки имеют 

минимальные остаточные напряжения и интенсивную фотолюминес-

ценцию. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского научного 

фонда 19-72-10007. 
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